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AďstƌaĐt. IŶà thisà ǁoƌk,à ǁeà iŶǀestigatedà poƌousà laǇeƌsà oďtaiŶedà ďǇà
eleĐtƌoĐheŵiĐalà etĐhiŶgà ofà Ŷ-tǇpeà Gaás,à IŶP,à aŶdà GaPà siŶgleà ĐƌǇstalsà [ϭ,Ϯ].à
йleĐtƌoĐheŵiĐalà etĐhiŶgà teĐhŶiƋuesà pƌoǀideàǁideà possiďilitiesà foƌà foƌŵatioŶà
laǇeƌsàǁithàdiffeƌeŶtàŵoƌphologǇ,àiŶàpaƌtiĐulaƌàƋuasi-oƌdeƌedàaƌƌaǇàofàpoƌeàǁithà
possiďilitǇàtoàĐoŶtƌolàpoƌeàshapeàaŶdàsize. нaƌ-iŶfƌaƌedàspeĐtƌalàƌegioŶàisàǀeƌǇà
attƌaĐtiǀeà foƌà theà ĐhaƌaĐteƌizatioŶà ofà poƌousà polaƌà seŵiĐoŶduĐtoƌsà ďeĐause,à
uŶlikeàǁell-studiedà poƌ-“ià foƌà polaƌà seŵiĐoŶduĐtoƌà ĐoŵpouŶds,à theà speĐifiĐà
ƌegioŶà ofà theà ‘eststƌahleŶà ďaŶdà aŶdà alsoà ŵiǆedà plasŵoŶ-phoŶoŶàŵodeà iŶà
dopedàŵateƌialsà eǆist.à нoƌà ouƌà saŵples,àǁeà iŶǀestigatedà speĐulaƌà ƌefleĐtioŶà
thatà isà tƌaditioŶallǇà eŶoughà aŶdà atteŶuatedà totalà ƌefleĐtioŶà ;áT‘Ϳà iŶà Ottoà
geoŵetƌǇ,à ǁithà ĐoŶsideƌatioŶà ofà phoŶoŶà aŶdà plasŵoŶ-phoŶoŶà suƌfaĐeà
polaƌitoŶàeǆĐitatioŶ.à 

TheàáT‘àspeĐtƌaàaƌeàĐhaŶgedàŵoƌeàsigŶifiĐaŶtlǇàdueàtoàtheàpoƌositǇ,àaŶdà
alsoàtheiƌàfittiŶgàĐuƌǀesàaƌeàŵoƌeàseŶsitiǀeàtoàtheàĐhaŶgesàiŶàfittiŶgàpaƌaŵeteƌs.à
TheàƌesultsàofàtheàfittiŶgàŵadeà iŶàtheà isotƌopiĐàţƌuggeŵaŶàŵodelàshoǁàthatà
fƌeƋueŶĐiesàofàloŶgitudiŶalàaŶdàtƌaŶsǀeƌseàoptiĐalàphoŶoŶsàdoŶ͛tàĐhaŶge.àálso,à
theǇà pƌoǀeà theà depletioŶà ofà poƌousà laǇeƌsà ďǇà fƌeeà Đaƌƌieƌs.à ‘easoŶaďleà aŶdà
ĐoƌƌelatiŶgàpoƌositǇàǀaluesàǁeƌeàoďtaiŶed.àMostàiŶteƌestiŶgàisàthatàtheàphoŶoŶà
daŵpiŶgàǀaluesàǁeƌeàĐhaŶgedàŶotàsoàŵuĐhàaŶdàǁeàĐaŶàsaǇàthatàtheàskeletoŶà
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isà aà goodà ŵoŶoĐƌǇstal.à “uƌfaĐeà polaƌitoŶà ;“PͿà speĐtƌosĐopǇà shoǁsà ŵuĐhà
pƌoŵiseà foƌà poƌousà Đoŵpositeà ŵediuŵà ĐhaƌaĐteƌizatioŶà siŶĐeà “Psà aƌeà ǀeƌǇà
seŶsitiǀeàtoàtheàesseŶtialàpaƌaŵeteƌsàofàpoƌousàseŵiĐoŶduĐtoƌàlaǇeƌsàsuĐhàasà
poƌositǇ,à sǇŵŵetƌǇ,à fƌeeà Đaƌƌieƌà ĐoŶĐeŶtƌatioŶ,à thiĐkŶess,à etĐ.à Theà usageà ofà
theseà poƌousà laǇeƌsà asà aà skeletoŶà toà Đƌeateà Đoŵpositesà ǁithà oƌgaŶiĐà aŶdà
iŶoƌgaŶiĐàĐoŵpoŶeŶtsàseeŵsàpeƌspeĐtiǀeà[ϯ]. 
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